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摘要(译)

一种用于TFT-LCD的每个像素的堆叠存储电容器结构，其中第一存储电
容器由第一金属层，栅极绝缘层和第二金属层形成。第二电容器由第二
金属层，钝化绝缘层和ITO层形成。第一金属层和ITO层通过通孔连接在
一起，通孔在整个制造过程中通过栅绝缘体和钝化绝缘层在一个绝缘体
蚀刻步骤中被蚀刻。这样，两个电容器以堆叠配置并联连接。利用堆叠
的存储电容器结构，电荷存储容量增加而不会显着影响像素的孔径比。 
ITO和像素电极可以是沉积在钝化绝缘层上的铟锡氧化物层的不同部分。
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